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1 INTRODUCAO

Esta atividade de laboratorio tem por objetivo exercitar o conteudo estudado nesta aula
(capitulo), especificamente sobre semicondutores de poténcia (BJT, MOSFET e IGBT).
Em sintese, objetiva-se:
e Testar semicondutores de poténcia;
e Implementar circuitos com transistores de poténcia;
e Entender o funcionamento de transistores de poténcia;
e Analisar os resultados obtidos e concluir a respeito.

2 MOSFETS DE POTENCIA

Obtenha na internet a folha de dados do MOSFET IRF 540.

A seguir, verifique se 0o MOSFET esta em boas condi¢des, utilizando o multimetro.

Em continuagdo, implemente o circuito mostrado na Figura 1, objetivando verificar o disparo
e bloqueio do MOSFET.

Os elementos do circuito da Figura 1 sdo:

e V=15V,

e R =560Q0x1W;

e R,=1kQ;

e R3=39Q;

e D;=LED comum;

e M, =IRF 540 ou IRF 840.

Figura 1 — Circuitc;)ara teste do MOSFET.
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Ajustando o resistor R,, verifique a operacdo do MOSFET na regidao de corte, 6hmica e
saturacao.

Levante a curva da corrente de dreno (/p) em fungfo da tensdo entre gatilho e fonte (Vgs) do
MOSFET, anotando os valores na Tabela 1. A corrente de dreno pode ser obtida medindo-se a tenséo

V! RO
Trace a curva da corrente de dreno em funcdo da tensdo entre gatilho e fonte conforme a

Figura 2.
Curva desenhada:

no resistor R, e aplicando-se a Lei de Ohm sobre 0 mesmo (7, =

Importante: inserir a curva obtida com os valores medidos aqui.

Lembre que:
R — VDS
DS I >
DS
_ 2
Py _RDS'IDS .
Tabela 1 — Valores da corrente de dreno e tensdo entre gatilho e fonte.
Corrente de dreno LG
Vas [V] Vs [V] Vbs [V] | Vbs +Viep [V] Vri [V] Ips [MA] calculada entre
(medido) | (medido) (medido) (calculado) (Grlmkl) dreno e fonte [Q]
(calculado)
0,00
2,00
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,50
5,00
10,00
15,00
Al (mA) Iy (mA)
10 — 10 Vas=+8V
[ 9
8} 8
7 7 Vos=+7V
o B 61 R —
3 J Vs =46V
41 4
3 3
Vos=+5V
1 | Vos =44V
f= =g { = — " : Vos=43V
0 | _' 3 4 S5 6 8 Vs 0 5 10 15 20 25 Vos
K Vos=Vr=2V

Figura 2 — Exemplos de curvas caracteristicas de MOSFET de poténcia.
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Responda:
1) Qual a tensdo de limiar do MOSFET?
2) O que pode ser concluido com relagdo a resisténcia do MOSFET entre dreno e fonte?
3) Determine a perda de condugdo do MOSFET.
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